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КИНЕТИКА  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАКОПЛЕНИЯ  КЛАСТЕРОВ  В  КРИСТАЛЛАХ 
ПРИ  КАСКАДООБРАЗУЮЩЕМ  ОБЛУЧЕНИИ 

 
Теоретически исследовано образование кластеров точечных дефектов при каскадообразующем 

облучении. Получено стационарное распределение кластеров по размерам, его зависимость от параметров 
задачи. Предложена упрощенная система кинетических уравнений для описания образования кластеров в 
квазистационарном приближении. Получены зависимости концентраций точечных дефектов и их кластеров 
от времени для исходной и упрощенной систем, проведен их сравнительный анализ.  
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